Electrdnica Basica
UMNIVERSIDAD Hoja de problemas B.I1

DE CANTABRIA

uc GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACION

Prob B.IL.1. Analizar los circuitos mostrados en las figuras Prob B.II.1.A y Prob B.II.1.B, utilizando
el modelo simple de los transistores.

1. Calcular las corrientes y tensiones de polarizacion de todos los transistores.

2. Repetir los célculos utilizando el modelo de nivel 1 de M, y M.

Datos: k,' = 112 pA/V?, k' =43 pA/V2, Vion = 0.8 V, Vigp = -0.9 V, A, = 0.01 V"', 4, = 0.02 V'
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Prob B.IL.2. En la figura Prob B.II.2 se muestra el esquema de una fuente de corriente CMOS con
salida multiple. Calcular:

1. Las tensiones y corrientes de polarizacion de los transistores.

2. Las corrientes y resistencias de salida.

3. Las tensiones limitativas en cada salida.

Datos: k' = 112 pA/V% k,' =43 pA/V?, Vion = 0.8 V, Vrop =-0.9 V, A, = 0.004 V"', A, = 0.007 V",
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Prob B.IL.3. En las figuras Prob B.II.3.A y Prob B.I1.3.B se muestran los esquemas de dos fuentes de
corriente cascode CMOS. Para cada una de ellas, se pide calcular:

1. Las corrientes y tensiones de polarizacion de los transistores y la corriente de salida.
2. Laresistencia de salida.

3. La tensién minima de salida.

Datos: k,' = 112 pA/V% k,' =43 pA/V?, Vion = 0.8 V, Viop =-0.9 V, A, = 0.004 V"', A, = 0.007 V",
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